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Característiques dels nMOS d'enriquiment
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hi ha una corba característica ID(VDS)

Si  VGS < VT tall     ID = 0
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VT  Threshold Voltage (tensió llindar)

  Constant característica

Paràmetres característics dels nMOS
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Inversor nMOS (porta NOT):
Vin = 0        (tall)     Vout = VDD

Vin = VDD (òhmica)  Vout  0

Corba de transferència VDS(VGS)

VDS = VDD  RD ID

Per a cada valor de VGS hi ha una corba característica ID(VDS)
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A la pràctica veureu que VDS(VGS) és Si a l'inversor nMOS 
substituïm RD per un pMOS, 

Inversor nMOS (porta NOT):
Vin = 0        (tall)     Vout = VDD

Vin = VDD (òhmica)  Vout  0
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